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１．概要（Summary） 

我々は、次世代通信の光源として期待されるフォトニッ

ク結晶レーザを開発している。開発する電流注入型レー

ザの断面構造を Fig. 1 に示す。白色で示す部分が空孔

であり、屈折率が1の空気で満たされる。空孔の直径は約

200 nmで、深さは約 1500 nmである。 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Cross-sectional view of our proposed laser diode 

光共振器の上面構造図を Fig. 2 に示す。白色で示す

部分が空孔であり、緑の地の部分が高屈折率の半導体で

ある。共振器は、18 個の空孔で囲まれた円形共振器であ

る。磁界分布を見て分かるとおり、光はウィスパーギャラリ

ーモード（WGM）として、共振器の外周部分にのみに強 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Distribution of magnetic field of WGM [1] 

く存在する。そして、共振器は 18 個の空孔で囲まれてい

るので、９波長のWGMのみが安定して存在する。レーザ

の共振器としては、単一の波長でのみ発振し、なおかつミ

ラーが存在しないので低損失であり、理想的である。 

本年度は、フォトニック結晶上の上部電極の形成とその

評価を主に行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

超高精細電子ビームリソグラフィー装置 

EB蒸着装置 

 

【実験方法】 

超高精細電子ビームリソグラフィー装置を用いて、共振

器構造有する試料を作製した。 

 上部電極の材料や、膜厚を変えて、電気特性を評価

した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 従来使用してきたCr/Au材料系から、Pt/Ti/Pt/Au材料

系へ変更すると固有接触抵抗値が１桁以上改善された。

しかし、PtはSiO2絶縁膜との接合力が弱く、Au細線によ

るワイヤー・ボンディングで、上部電極が剥離する現象が

多く発生した。SiO2絶縁膜との接合力を改善するために、

Ti/Pt/Au材料系へ変更して研究開発を進めていく方針に

した。尚、Ti/Pt/Au 材料系の固有接触抵抗値は、

Pt/Ti/Pt/Au 材料系よりやや悪いが、レーザ特性に悪影

響を与える程でなないと考えている。 
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